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ご注意書き 

 

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 



© NEC Corporation 1991

データ・シート�

Hetero Junction Field Effect Transistor
ヘテロ接合形電界効果トランジスタ

NE32484A
Nチャネル　ヘテロ接合形電界効果トランジスタ

C～Ku帯超低雑音増幅用

　NE32484Aは　C～Ku帯までの超低雑音増幅用として設計されたヘテロ接合形FETです。

特　　徴

○C～Ku帯で超低雑音かつ高利得です。

○NF = 0.60 dB TYP., Ga = 11.0 dB TYP.at f = 12 GHz

○Lg≦0.25μm，Wg = 200μm

○自動実装対応が可能です。

絶対最大定格（TA= 25 ℃）

項　　　　目

ドレイン・ソース間電圧

ゲート・ソース間電圧

ドレイン電流

ゲート電流

全損失

チャネル温度

保存温度

略　号

VDS

VGS

ID

IG

Ptot

Tch

Tstg

定　　　　格

4.0

－3.0

Idss

100

165

150

－65～＋150

単位

V

V

mA

μA

mW

℃

℃

推奨動作範囲（TA = 25 ℃）

項　　　　目

ドレイン・ソース間電圧

ドレイン電流

通常動作時入力レベル

略　号

VDS

ID

Pin

MIN. TYP.

2

10

MAX.

3

20

0

単位

V

mA

dBm

資料番号 P11785JJ3V0DS00（第３版）

（旧資料番号　TC－7840）

発行年月　July 1996 P
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



電気的特性（TA = 25 ℃）

項　　　　目

ゲート・ソース間漏れ電流

ドレイン電流

ゲート・ソース間カットオフ電圧

相互コンダクタンス

雑音指数

NF最小時利得

略　号

IGSO

IDSS

VGS（off）

gm

NF

Ga

条　　　　件

VGS = －3 V

VDS = 2 V, VGS = 0 V

VDS = 2 V, ID = 100 μA

VDS = 2 V, ID = 10 mA

VDS = 2 V, ID = 10 mA

f = 12 GHz

MIN.

15

－0.2

45

10.0

TYP.

0.5

40

－0.8

60

0.6

11.0

MAX.

10

70

－2.0

0.7

単位

μA

mA

V

mS

dB

dB

オーダ情報

オーダ名称

NE32484A－SL

NE32484A－T1

NE32484A－T1A

テーピング仕様の詳細についてはユーザーズ・マニュアル「HJ - FET, GaAs FETテーピング仕様」をご覧ください。

外形図（単位：mm）

1.7 MAX.

4

L

0.
5 

T
Y

P
.

0.5 TYP.

1.78±0.2

1.
78
±

0.
2

1

3

2

0.1

L

T

リード長

（–SL）1.7 MIN.

（–T1）1.0±0.2

電極接続

1. ソース
2. ドレイン
3. ソース
4. ゲート

L

包装形態

スティック包装によるバラ品

テーピング仕様品　1000個／リール

テーピング仕様品　5000個／リール

リード長

1.7 mm　MIN.

1.0±0.2 mm

1.0±0.2 mm

捺　印

T

廃
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特性曲線（TA = 25 ℃）

TOTAL POWER DISSIPATION vs.
AMBIENT TEMPERATURE

250

200

150

100

50

0

周囲温度　TA （℃）�

50 100 150 250

全
損
失
　
P
T
（
m
W
）
�

DRAIN CURRENT vs.
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

50

40

30

20

10

0

VGS = 0 V

ドレイン・ソース間電圧　VDS（V）�

1 2 3 5

ド
レ
イ
ン
電
流
　
ID
（
m
A
）
�

4

－0.2 V

－0.4 V

－0.6 V

DRAIN CURRENT vs. 
GATE TO SOURCE VOLTAGE

50

40

30

20

10

－2.0

ゲート・ソース間電圧　VGS（V）�

－1.0 0

ド
レ
イ
ン
電
流
　
ID
（
m
A
）
�

0

VDS = 2 V

200

Gain Calculations

MSG. = 
 S21
 S12

MAG. = 
 S21
 S12

(K ±  K2 – 1)

K = 
 1 +    

2 – S11 
2 – S22 

2 

 2 S12   S21

 = S11 • S22 – S21 • S12

Δ�

Δ�

2

MAXIMUM AVAILABLE GAIN FORWARD �
INSERTION GAIN vs. FREQUENCY   

24

20

16

12

8

周波数　f （GHz）�

4 30

最
大
有
能
電
力
利
得
　
M
A
G
, M
S
G
（
dB
）
�

順
方
向
電
力
利
得
　
｜
S
21
S
｜
2 （
dB
）
�

8
4

1 206 10 14

S21S 2 

VDS = 2 V
ID = 10 mA　�

MAG.

MSG.
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2

NOISE FIGURE ASSOCIATED GAIN vs.�
FREQUENCY   

5

4

3

2

1

周波数　f （GHz）�

4 30

雑
音
指
数
　
N
F
（
dB
）
�

8
0

1 206 10 14

Ga

NF

VDS = 2 V�
ID = 10 mA

24

20

16

12

8

N
F
 最
小
時
利
得
　
G
a（
dB
）
�

4

NOISE FIGURE, ASSOCIATED GAIN vs. RATIO�
OF DRAIN CURRENT TO ZERO-GATE�
VOLTAGE CURRENT

2

60

IDS/IDSS（%）�

20 402 100

雑
音
指
数
　
N
F
（
dB
）
�

1

1

3

0
10864

10

5

15

0

N
F
 最
小
時
利
得
　
G
a（
dB
）
�

VDS = 2 V�
f = 12 GHz

Ga

NF

廃
版



NE32484A

5

Sパラメータ

VDS = 2 V, ID = 10 mA

START 500 MHz, STOP 18 GHz, STEP 500 MHz

Marker

1：4 GHz
2：8 GHz
3：12 GHz
4：16 GHz
5：18 GHz

1.0

2.00.5

0 ∞�

–1.0

–2.0–0.5

Rmax. = 1

S11

+90°�

±180°� 0

–90°�

+135°� +45°�

–135°� –45°�

Rmax. = 0.25

5

1
3

4

S12

Rmax. = 5

+90°�

±180°� 0

–90°�

+135°� +45°�

–135°� –45°�

–90°�

4

2

S21

1

5

Rmax. = 1

1.0

2.00.5

0 ∞�

–1.0

–2.0–0.5

12

3

5

S22

2

5

1

3

1.0 2.00.5

1.0 2.00.5

4 2

4

3
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Ｓパラメータ

MAG. AND ANG.

VDS = 2 V, ID = 10 mA

FREQUENCY S11 S21 S12 S22

MHz

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

17500

18000

ANG.

（deg.）

－6.2

－12.3

－18.2

－24.2

－29.7

－35.8

－41.2

－47.1

－52.9

－58.7

－64.7

－70.9

－76.7

－82.9

－88.3

－93.6

－99.5

－104.7

－109.8

－116.2

－121.4

－128.7

－134.1

－139.5

－146.5

－153.1

－157.9

－163.5

－168.9

－174.1

－179.4

175.2

170.6

164.2

158.1

152.3

MAG.

0.667

0.663

0.654

0.641

0.626

0.612

0.598

0.576

0.559

0.538

0.516

0.497

0.481

0.470

0.460

0.454

0.450

0.450

0.449

0.441

0.433

0.429

0.424

0.423

0.421

0.429

0.439

0.448

0.460

0.468

0.484

0.486

0.489

0.499

0.507

0.518

ANG.

（deg.）

81.1

78.1

73.5

67.5

61.4

58.8

53.8

48.5

44.5

40.4

36.3

32.6

29.6

27.2

24.9

21.9

19.9

17.3

15.6

14.1

11.3

9.6

6.7

6.1

4.1

1.9

－0.5

－1.6

－4.0

－7.4

－9.9

－13.0

－16.5

－19.2

－22.7

－26.3

MAG.

0.009

0.019

0.027

0.035

0.043

0.051

0.056

0.062

0.067

0.072

0.075

0.078

0.081

0.083

0.085

0.088

0.090

0.092

0.094

0.097

0.098

0.100

0.101

0.102

0.105

0.107

0.110

0.113

0.115

0.120

0.122

0.125

0.130

0.134

0.135

0.143

ANG.

（deg.）

171.5

162.9

154.1

146.0

138.0

130.0

122.2

114.7

107.2

99.9

92.7

85.8

79.0

72.7

66.3

60.1

54.4

48.4

43.1

37.1

31.5

25.7

20.0

14.5

8.3

3.1

－2.3

－8.2

－13.6

－19.5

－24.6

－30.5

－36.4

－42.3

－48.6

－55.0

MAG.

4.699

4.678

4.611

4.508

4.424

4.328

4.222

4.127

4.022

3.906

3.793

3.669

3.552

3.426

3.324

3.223

3.126

3.050

2.984

2.921

2.868

2.812

2.759

2.705

2.645

2.595

2.543

2.496

2.464

2.441

2.408

2.383

2.377

2.365

2.350

2.321

ANG.

（deg.）

－8.3

－16.6

－24.9

－32.7

－40.5

－48.2

－55.8

－63.1

－70.5

－77.5

－84.5

－91.0

－97.4

－103.5

－109.2

－114.3

－119.4

－124.2

－128.9

－134.2

－139.4

－144.6

－149.9

－155.7

－161.1

－166.2

－171.1

－175.9

179.9

175.4

169.9

164.6

158.5

151.0

143.6

135.1

MAG.

0.999

0.990

0.976

0.952

0.934

0.908

0.884

0.858

0.830

0.802

0.775

0.746

0.725

0.702

0.681

0.659

0.645

0.625

0.609

0.592

0.574

0.556

0.539

0.526

0.511

0.499

0.487

0.476

0.463

0.449

0.433

0.420

0.404

0.385

0.373

0.357
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G2

dB

2.56

2.52

2.42

2.30

2.16

2.04

1.92

1.75

1.63

1.48

1.34

1.23

1.14

1.09

1.03

1.00

0.98

0.98

0.98

0.94

0.90

0.88

0.86

0.86

0.85

0.89

0.93

0.97

1.03

1.07

1.16

1.17

1.19

1.24

1.29

1.36

G1

dB

25.44

17.05

13.27

10.30

8.97

7.55

6.60

5.80

5.07

4.47

3.98

3.54

3.24

2.94

2.70

2.48

2.34

2.15

2.01

1.87

1.73

1.61

1.49

1.40

1.31

1.24

1.18

1.11

1.05

0.98

0.90

0.84

0.77

0.70

0.65

0.59

アンプ・パラメータ

VDS = 2 V, ID = 10 mA

Mason's

       dB

35.043

38.352

31.191

28.650

36.156

33.054

29.569

29.880

28.912

27.197

25.792

26.436

26.491

27.296

25.875

27.068

26.311

27.718

30.819

26.188

25.806

23.528

22.859

21.908

22.287

22.459

22.098

22.242

22.991

22.729

21.370

21.084

20.924

19.871

20.113

Delay

         ns

0.048

0.048

0.048

0.045

0.044

0.044

0.044

0.042

0.041

0.041

0.040

0.038

0.038

0.035

0.036

0.034

0.031

0.033

0.030

0.033

0.031

0.032

0.032

0.030

0.034

0.029

0.030

0.033

0.030

0.033

0.028

0.033

0.033

0.033

0.035

0.036

          K

0.07

0.11

0.16

0.25

0.30

0.33

0.39

0.44

0.49

0.54

0.60

0.66

0.70

0.75

0.79

0.83

0.86

0.89

0.91

0.93

0.97

1.00

1.03

1.05

1.07

1.07

1.06

1.06

1.04

1.02

1.01

1.02

1.00

0.98

0.98

0.95

―S12―2

       dB

－40.86

－34.30

－31.48

－29.02

－27.43

－25.82

－24.99

－24.09

－23.41

－22.84

－22.48

－22.17

－21.78

－21.64

－21.36

－21.11

－20.94

－20.77

－20.57

－20.30

－20.17

－20.02

－19.88

－19.81

－19.60

－19.39

－19.14

－18.96

－18.76

－18.39

－18.26

－18.06

－17.75

－17.45

－17.38

－16.92

―S21―2

        dB

13.44

13.40

13.28

13.08

12.92

12.73

12.51

12.31

12.09

11.83

11.58

11.29

11.01

10.70

10.43

10.17

9.90

9.68

9.49

9.31

9.15

8.98

8.81

8.64

8.45

8.28

8.11

7.94

7.83

7.75

7.63

7.54

7.52

7.48

7.42

7.31

GAmax.

       dB

13.30

12.82

12.38

12.28

12.13

12.01

12.01

12.12

12.20

12.02

12.23

FREQUENCY

MHz

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

17500

18000

GUmax.

        dB

41.44

32.97

28.97

25.67

24.04

22.31

21.03

19.86

18.79

17.79

16.90

16.06

15.39

14.73

14.17

13.64

13.22

12.82

12.48

12.12

11.79

11.47

11.17

10.91

10.61

10.41

10.21

10.03

9.91

9.80

9.69

9.56

9.48

9.42

9.36

9.26
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ノイズ・パラメータ

1.0

0.5

0

－0.5

－1.0

－2.0

2.0

∞�
1.0

1.0

0.5

0

－0.5

－1.0

－2.0

2.0

VDS = 2 V�
ID = 10 mA

f = 12 GHz

Γopt�
＊�

1 dB

1.5 dB

2.0 dB

∞�

2

68
4

10

12

14

16
18

1.0

〈標準定雑音指数円〉� 〈Γopt. vs. 周波数〉�

START 2 GHz, STOP 18 GHz, STEP 2 GHz

VDS = 2 V�
ID = 10 mA

〈ノイズ・パラメータ〉

VDS = 2 V, ID = 10 mA

MAG.

0.85

0.82

0.77

0.70

0.64

0.58

0.54

0.51

0.48

ANG.（deg.）

18

45

71

96

118

152

175

－161

－138

Freq.

（GHz）

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Rn/50

0.39

0.32

0.27

0.20

0.13

0.08

0.08

0.06

0.06

Γopt.NFmin.

（dB）

0.31

0.33

0.38

0.43

0.51

0.60

0.74

0.90

1.10

Ga

（dB）

18.5

16.1

14.2

12.5

11.7

11.0

10.1

9.4

9.0
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半田付け方式

赤外線リフロ

端子部分加熱

半田付け条件

パッケージ・ピーク温度：230 ℃，時間：30秒以内（210 ℃以上）, 回数：１回

制限日数：なし注

端子部温度：230 ℃以下，時間：端子一本あたり10 秒以内, 制限日数：なし注

推奨条件記号

IR30-00

注　ドライパック開封後の保管日数で，保管条件は25 ℃，65 ％RH以下。

注意　半田付け方式の併用はお避けください（ただし，端子部分加熱方式は除く）。

　半田付け推奨条件の詳細は, インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」

（C10535JJ7V0IF00）をご参照ください。

ガリウム砒素製品の取り扱い注意事項

本製品は，ガリウム砒素（GaAs）を使用しています。

ガリウム砒素は，法令により有害物に指定されておりますので，取り扱いには十分ご注意ください。

特に，廃棄する場合は，関連法令等に従ってください。

使用上の注意事項

（１）このデバイスはショットキ・バリア・ゲート構造のHJ - FETのため，静電気や強電界に対しては十分に注意が

必要です。

実装の際には，静電気対策や人体アースを行ってください。

（２）ゲート，ドレイン独立二電源にて動作させる場合は，下記手順にて実施願います。

ソース端子は二本とも，接地してください。

VGS = －2 V程度に設定する。

VDSを所定の電源まで増加させる。（VDSは推奨動作範囲内とする）

所定のIDになるように，VGSを調整する。

（３）バイアス印加回路は，電圧電流とも固定にできるものを推奨いたします。

（４）入出力整合回路の調整は，バイアスOFFの状態で行ってください。

半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は，下表の推奨条件で実施願います。

なお，推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については，当社販売員にご相談ください。

廃
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〔メ　モ〕
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〔メ　モ〕
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○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

○本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して，当社は当社もしくは第三

者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に

起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合，当社はその責を負うものではありませんの

でご了承ください。

○当社は品質，信頼性の向上に努めていますが，半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体

製品の故障により結果として，人身事故，火災事故，社会的な損害等を生じさせない冗長設計，延焼対

策設計，誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。

○当社は，当社製品の品質水準を「標準水準」，「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定

して頂く「特定水準」に分類しております。また，各品質水準は以下に示す用途に製品が使われること

を意図しておりますので，当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ，OA機器，通信機器，計測機器，AV機器，家電，工作機械，パーソナル機

器，産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車，列車，船舶等），交通用信号機器，防災／防犯装置，各種安全装置，

生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器，航空宇宙機器，海底中継機器，原子力制御システム，生命維持のための医療機

器，生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で，特に品質水準の表示がない場合は標準水準製

品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は，必

ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

○この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4　94.11

お問い合わせは，最寄りのNECへ

半導体
インフォメーションセンター
FAX(044)548-7900

（FAXにてお願い致します）

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

【営業関係お問い合わせ先】

札 幌
仙 台
盛 岡
山 形
郡 山
いわき
長 岡
土 浦
水 戸
横 浜
高 崎
太 田

宇 都 宮 支 店
小 山 支 店
長 野 支 社
松 本 支 店
上 諏 訪 支 店
甲 府 支 店
埼 玉 支 社
立 川 支 社
千 葉 支 社
静 岡 支 社
北 陸 支 社
福 井 支 店

宇都宮
小 山
長 野
松 本
諏 訪
甲 府
大 宮
立 川
千 葉
静 岡
金 沢
福　井

(0764 )31- 8461
(0592 )25- 7341
(075 )344- 7824
(078 )333- 3854
(082 )242- 5504
(0857 )27- 5311
(086 )225- 4455
(0878 )36- 1200
(0897 )32- 5001
(089 )945- 4111
(092 )271- 7700
(093 )541- 2887

富　山
津
京　都
神　戸
広　島
鳥　取
岡　山
高　松
新居浜
松　山
福　岡
北九州

富 山 支 店
三 重 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
中 国 支 社
鳥 取 支 店
岡 山 支 店
四 国 支 社
新 居 浜 支 店
松 山 支 店
九 州 支 社
北 九 州 支 店

(028)621- 2281
(0285 )24- 5011
(026)235- 1444
(0263 )35- 1666
(0266 )53- 5350
(0552 )24- 4141
(048)641- 1411
(0425 )26- 5981
(043)238- 8116
(054)255- 2211
(0762 )23- 1621
(0776 )22- 1866

(011)231- 0161
(022)261- 5511
(0196 )51- 4344
(0236 )23- 5511
(0249 )23- 5511
(0246 )21- 5511
(0258 )36- 2155
(0298 )23- 6161
(0292 )26- 1717
(045)324- 5511
(0273 )26- 1255
(0276 )46- 4011

C95.12

半導体販売技術本部
中 部 販 売 技 術 部

半導体販売技術本部
西 日 本 販 売 技 術 部

〒540　大阪市中央区城見一丁目４番24号（NEC関西ビル）

〒460　名古屋市中区錦一丁目17番１号（NEC中部ビル）

〒108-01　東京都港区芝五丁目7番1号（NEC本社ビル） 東 京

名古屋

大 阪  (06)  945-3383

(052)222-2125

(03)3798-9619

北 海 道 支 社
東 北 支 社
岩 手 支 店
山 形 支 店
郡 山 支 店
い わ き 支 店
長 岡 支 店
土 浦 支 店
水 戸 支 店
神 奈 川 支 社
群 馬 支 店
太 田 支 店

関 西 支 社

中 部 支 社

半 導 体 第 一 販 売 事 業 部
半 導 体 第 二 販 売 事 業 部
半 導 体 第 三 販 売 事 業 部

半導体第一販売部
半導体第二販売部
半導体第三販売部

半 導 体 販 売 部 〒460 名古屋市中区錦一丁目17番１号（NEC中部ビル）

〒108-01　東京都港区芝五丁目７番１号（NEC本社ビル）

〒540　大阪市中央区城見一丁目４番24号（NEC関西ビル）

東　京  (03)3454-1111　(大代表)

名古屋  (052)222-2170

大　阪  (06)  945-3178
大　阪  (06)  945-3200
大　阪  (06)  945-3208

半導体販売技術本部
東 日 本 販 売 技 術 部

(044)548-8881川 崎川崎市幸区塚越三丁目 484番地〒210
半導体ソリューション技術本部
超高周波･光デバイス技術部
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